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В каких нишах силовой электроники переход на GaN/GaAs и дру-
гие широкозонные структуры в России действительно начался, 
а где он пока остается только в презентациях и дорожных кар-
тах?

GaAs не относится к широкозонным полупроводникам (ШЗП), 
и ширина его запрещенной зоны составляет 1,42 эВ, то есть чуть 
больше кремния. GaAs – подходящий материал для некоторых СВЧ-
изделий, но он недостаточно хорош для силовой и высоковольтной 
продукции. К основным сферам применения широкозонных полу-
проводников GaN, SiC в мире относятся автомобильная, потреби-
тельская, мобильная, СВЧ-электроника. Производство и примене-
ние в первых трех сферах применения в России практически на нуле. 
В СВЧ-сфере мы прошли начальную стадию их разработки с исполь-
зованием зарубежной фаундри-модели и имеем шансы нарастить 
применение. Новыми сферами, которые имеют хорошие потенциаль-
ные возможности в России, является строительство ЦОД, особенно 
с новой архитектурой питания на 800 В DC, зарядная структура для 
автомобилей. Хорошие возможности есть у радиационно стойкой 
космической GaN-электроники.

SiC диоды Шоттки в нашей стране выпускает только «Кремний Эл», 
производство чипов SiC MOSFET в России отсутствует и, насколько 
я знаю, отечественные изготовители силовых модулей используют 
импортные чипы. Силовыми транзисторами GaN HEMT занимаются 
АО НИИЭТ и АО ЗНТЦ, причем делают это во многом за счет своих 
средств. Остальные предприятия не готовы заниматься этими транзи-
сторами ни технически, ни экономически.

Если сравнивать российскую силовую электронику с мировыми 
игроками, какое у нас реальное технологическое преимущество, 
а в чем разрыв настолько велик, что его в обозримом будущем 
уже не сократить?

Даже в среде специалистов, не глубоко погруженных в тему си-
ловой электроники, бытует заблуждение, что в этой сфере наше от-

ставание намного меньше, чем в направлении СБИС. У российских 
компаний нет не только никаких технологических преимуществ, 
но мы все больше отстаем как в сегменте кремниевой продукции, так 
и в сегменте новых широкозонных материалов. К примеру, силовые 
Si MOSFET и IGBT-транзисторы в зарубежных компаниях прошли 
этапы генераций и улучшений, достигнув уровня Gen.7 (8), а наш те-
кущий уровень – Gen.3. По ШЗП мы только в начале пути, а зарубеж-
ные компании прошли уровни Gen.2–3 HEMT и моночиповую ин-
теграцию ИС драйверов и транзисторов. Техпроцессы производства 
силовых полупроводников заимствуют из технологий СБИС целые 
технологические блоки (фотолитографию 180–350 нм, 3–4‑уровневые 
межсоединения, траншейные (щелевые) техпроцессы, 300‑мм и уль-
тратонкие пластины, 3D-сборку и др.). В России только «Микрон» 
владеет некоторыми из этих техпроцессов для СБИС. В сборке сило-
вой электроники и номенклатуре имеющихся корпусов отставание 
не меньше. По моей оценке, отставание в сфере силовых полупрово-
дников составляет около 20 лет. Судите сами: первые в мире SiC ди-
оды Шоттки были выпущены компанией Infineon в 2001 г., а мы на-
ходимся только на начальном уровне. В СССР была хорошая научная 
школа по таким материалам, как SiC, GaN, сапфир, которую мы по-
теряли в 1990‑е и последующие годы. Многие специалисты и ученые 
из этих школ уехали за рубеж (в том числе в последние годы) и рабо-
тают там. Подробнее я планирую рассказать о мировых тенденциях 
развития силовых полупроводников и сравнить их с уровнем наших 
предприятий в своем докладе на конференции «Силовая электрони-
ка» 28 мая 2026 г. в Москве, к участию в которой приглашаю читате-
лей журнала.

Я пристально слежу за динамикой и ростом китайской полупрово-
дниковой отрасли и достижениями ее участников за последние 20 лет, 
в том числе в силовой электронике. Эти результаты поразительные. 
По производству, применению и экономике SiC-продукции, а также 
разработке оборудования для ее изготовления Китай является миро-
вым лидером, который вынуждает мировых полупроводниковых 
и автомобильных грандов менять свои стратегии развития. Особенно 
резкий взлет в Китае произошел за последние пять-семь лет благодаря 

Дмитрий БОДНАРЬ, 
к.т.н., генеральный директор,  

АО «Синтез Микроэлектроника»

28 мая в Москве наш ИД «Электроника» планирует провести конференцию 
«Силовая электроника». Для уточнения ее формата мы организовали круг­
лый онлайн-стол. В нем приняли участие Дмитрий Боднарь; Денис Ловчиков, 
ООО «АЕДОН»; Андрей Жилин, АО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ»; Сергей Федотов, 
АО «Эпиэл». Встреча прошла довольно оживленно, но поскольку мы не успе­
ли обсудить все вопросы, Дмитрий Боднарь прислал нам письменный ответ 
на вопросы круглого стола.

Силовая электроника  
должна быть современной 
и сильной
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большой поддержке государства. Фундаментом этого роста являются 
достижения в области автотранспорта с электрическим приводом 
и повышенный спрос на ЭК для этого направления.

Наша полупроводниковая продукция для ВПК по жесткости тре-
бований к параметрам и надежности уступает изделиям сертифици-
рованных зарубежных производителей ИЭТ для автомобильной про-
мышленности. Поэтому утверждение «Мы делаем продукцию ВП» 
уже давно не может считаться эталоном качества.

Какие барьеры в наибольше степени мешают довести отече-
ственные широкозонные решения до серийного изделия?

В первую очередь, нужно сформировать рынок применения этих 
ШЗП для силовой электроники, поскольку он практически отсут-
ствует. Это значит, что необходимо развитие приборостроительного 
и транспортного сегментов. Хорошей новостью для производства 
GaN-компонентов является то, что процесс их изготовления макси-
мально совместим с кремниевыми КМОП-продуктами. Однако у нас 
отсутствуют оборудование и технологии для эпитаксии GaN и SiC, не-
которое ALD-оборудование для нанесения слоев на атомном уровне, 
высокоэнергетические ионные имплантеры, отечественное оборудо-
вание для тестирования динамических параметров ЭК. Список можно 
продолжить.

Что должно измениться в характеристиках и надежности 
отечественных силовых компонентов, чтобы разработчики 
источников питания при составлении ТЗ стали брать в расчет 
российскую элементную базу?

Эти компоненты должны появляться у производителей не от слу-
чая к случаю, а всегда быть на складе. Российские компоненты долж-
ны быть конкурентоспособными по техническим параметрам и цене. 
В таком случае не будет необходимости в принуждении к покупке 
российских изделий, как это делается сейчас. Их лучшее соотношение 
цена/качество ответит на все вопросы. Не должно быть модных в на-
ших полупроводниковых компаниях терминов «функциональный 
аналог», «близкий аналог» – должна быть возможность полной (pin-
to-pin) замены аналогов.

Где «бутылочное горлышко» в распространении ШЗП?

Ф. Энгельс писал, что практические нужды двигают науку вперед 
быстрее, чем тысяча университетов. Этот принцип хорошо работа-
ет в рыночной экономике, и микроэлектроника тому является под-
тверждением. В мировой отрасли этот принцип обрел новые очер-
тания, когда университеты тоже хотят удовлетворять практические 
потребности и зарабатывать на этом. Ярким подтверждением того яв-
ляется развитие университетских стартапов, особенно по продукции, 
изготовленной на основе новых материалов. Особенно много приме-
ров можно найти в Японии и США. В России «бутылочным горлыш-
ком» являются низкие потребности рынка, фактическое отсутствие 
частного бизнеса в отрасли и неумение продвигать инновационные 
решения, в том числе через стартапы. Мне сложно привести яркие 
примеры прорывов через стартапы даже в других наших отраслях. 
Государство не верит в частный бизнес, и не зря некоторые высокие 
чиновники неоднократно заявляли, что только государство способно 
поднять электронику. Но с этой задачей государство не справляется.

Модный запрос «1,5 кВт в объеме спичечного коробка»: какие 
реальные сценарии применения в телекомоборудовании, ЦОД 
и специализированной аппаратуре вы считаете жизнеспособ-
ными в России, и где это пока просто красивая картинка в пре-
зентациях?

Такая концепция может быть реализована только путем примене-
ния ЭК из новых материалов GaN и SiC, обеспечивающих миниатю-

ризацию устройств. Устройства на основе GaN по массогабаритным 
параметрам в три-пять раз меньше, чем с использованием кремние-
вых ЭК, и исключают большое количество пассивных компонентов. 
На мировом рынке главной сферой применения остается электро-
транспорт с долей рынка свыше 70%. Кроме того, быстро растет при-
менение в сфере ЦОД благодаря фантастическим инвестициям в их 
строительство. Но велика вероятность, что рынок ЦОД – спекуля-
тивный и переоценен, и этот пузырь может лопнуть в любой мо-
мент. Именно данный направления являются самыми потенциально 
привлекательными и массовыми. Без их развития российский рынок 
ограничится зарядными устройствами для смартфонов и преобразо-
вателями малой мощности.

Насколько в сегменте высокотемпературных блоков питания 
для нефтегазовой отрасли имеется платежеспособный спрос 
на продвинутые решения? Готов ли заказчик платить за ресурс, 
надежность и компактность, или попрежнему приоритетной 
остается минимальная цена?

У меня большие сомнения в способности и заинтересованности 
нефтегазовой отрасли в реализации продвинутых решений. После 
провала Газпрома с идеологией и разработкой технологии добычи 
сланцевого газа, которое руководство этой компании посчитало ту-
пиковым направлением, у меня много сомнений. Текущая ситуация 
осложняется падением добычи и экспорта углеводородов, снижением 
капитальных расходов в оборудование, строительство средств их до-
бычи и транспортировки.

На что в силовой электронике разумнее делать ставку в ус-
ловиях дефицита «длинных» денег: на дорогие прорывные раз-
работки или на умеренную, но быструю модернизацию решений 
на обычном кремнии под конкретные рыночные ниши?

От журналистов и некоторых экспертов можно услышать мнение 
о конце эры кремния. Это далеко не так. По кремнию отрасль имеет 
10‑летние наработки, опыт и пока лучшие экономические показатели 
ИЭТ в сравнении с новыми материалами. Да, новые ШЗП теснят его 
в сферах, где важными параметрами являются снижение потерь мощ-
ности и быстродействие. В потребительской электронике кремний 
был и остается незаменимым. Кремниевые изделия тоже эволюцио-
нируют. Примером является эволюция MOSFET-транзисторов, начи-
ная с VDMOS, Trench MOSFET, SJ MOSFET и заканчивая новой техно-
логией SuperQ MOSFET. Последние по потерям мощности практиче-
ски не уступают транзисторам на основе GaN и SiC. Кремний остается 
безальтернативным для низковольтных диодов Шоттки, тиристоров, 
диодов Зенера и др. приборов. Каждая рыночная ниша выбирает наи-
лучшие решения по соотношению параметры/цена. Хоронить крем-
ний для силовой электроники преждевременно, и в ближайшее 10‑ле-
тие он будет востребован.

Какие форматы взаимодействия бизнеса, разработчиков, про-
изводств и интеграторов эффективно работают в настоящее 
время, доводя силовые решения до серии?

На мой взгляд, мировая практика последних десятилетий предо-
ставляла нашим компаниям прекрасную форму решений. На первой 
стадии наши фаблесс-компании и производители ИЭТ имели воз-
можность получать от зарубежных компаний САПР для проектиро-
вания, с их помощью выполняли разработку приборов, размещали 
на фаундри-фабриках производство фотошаблонов и чипов, иногда 
даже заказывали корпусирование, и через шесть-восемь месяцев по-
лучали готовые прототипы. Эта модель минимизировала возможные 
ошибки на стадии проектирования, поскольку позволяла выявлять их 
еще до запуска изготовления фотошаблонов, экономить время и за-
траты. Кроме того, наши фаблесс-компании имели возможность ра-
ботать с потенциальными клиентами по испытаниям и продвижению 
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ýòèõ èçäåëèé íà ðûíîê. Ïàðàëëåëüíî, ïðè íåîáõîäèìîñòè îíè ìîãëè 
ïîäãîòàâëèâàòü ïðîèçâîäñòâî ÷èïîâ è ñáîðêó â Ðîññèè. Ýòà áèçíåñ-
ìîäåëü èäåàëüíàÿ äëÿ íàøèõ êîìïàíèé, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò áåç 
áîëüøèõ çàòðàò íå òîëüêî áûñòðî âûâåñòè íà ðûíîê íîâûé ïðîäóêò, 
íî è èçáåæàòü îøèáîê ïðîåêòèðîâàíèÿ çà ñ÷åò âåðèôèöèðîâàííûõ 
ïðàâèë ïðîåêòèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà 
÷èïîâ, îòñóòñòâóþùèõ â íàøåé ñòðàíå. Èìåííî ýòèì ïóòåì, ïðå-
îäîëåâàÿ âñå òðóäíîñòè, ïðîäâèãàþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîññèéñêèå 
ëèäåðû â GaN-ñèëîâîé è ÑÂ×-ïðîäóêöèè.

Ýòà ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ áåçàëüòåðíàòèâíîé è äëÿ âûïóñêà îòå÷åñòâåí-
íûõ ïðîöåññîðîâ «Ýëüáðóñ», «Áàéêàë» ïî òåõíîëîãèÿì 16–22 íì, 
îòñóòñòâóþùèì â Ðîññèè. Ìíîãèå çàðóáåæíûå ôàáëåññ-êîìïàíèè 
íå èìåþò ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ïîñòîÿííî ïðèìåíÿþò ýòó 
ìîäåëü è äëÿ ìàññîâîãî âûïóñêà ñâîèõ èçäåëèé íà ðûíîê. Ïðèìåðîì 
ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ Navitas Semiconductor – îäèí èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ 
GaN- è SiC-ïðîäóêöèè, ó êîòîðîé, êàê è ó Intel, – ñèìâîëè÷åñêè ñõî-
æàÿ èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ: Navitas áûëà ñîçäàíà â 2013 ã. êàê ñòàðòàï 
â òðåéëåðå íà ïàðêîâêå.

Îäíàêî ïîñëå ââåäåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ ñàíêöèé ýòà ìîäåëü äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ êîìïàíèé ïåðåñòàëà ðàáîòàòü â ïðåæíåé ôîðìå è íóæäàåòñÿ 
â èçìåíåíèè.

Åùå îäíèì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ òðàíñôåð òåõíîëîãèé è ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ëèíèé èëè íåäîñòàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ èç-çà ðóáåæà è èõ 
çàïóñê â Ðîññèè. Ìîÿ êîìïàíèÿ èñïîëüçîâàëà îáå ìîäåëè, îäíàêî 
íåñïîñîáíîñòü ÷èíîâíèêîâ ïðèíèìàòü âçâåøåííûå ðåøåíèÿ è ñàíê-
öèîííûå îãðàíè÷åíèÿ òîðïåäèðîâàëè ïîñëåäíèé ïðîåêò.

Íà ìîé âçãëÿä, ëó÷øåé ìîäåëüþ ðàçâèòèÿ è ìàññîâîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â Ðîññèè ñîâðåìåííûõ èçäåëèé êðåìíèåâîé ñèëîâîé ýëåêòðîíè-
êè ÿâëÿåòñÿ çàêóïêà çà ðóáåæîì (â íàñòîÿùåå âðåìÿ – òîëüêî â Êèòàå) 
ëèöåíçèè è çàâîäà ïî èõ ïðîèçâîäñòâó ñ âíåäðåíèåì íîâûõ òåõíîëî-
ãèé, ìåíåäæìåíòà óïðàâëåíèÿ, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà. Ýòà ìîäåëü áóäåò 
íå òîëüêî áûñòðåå, íî è ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíåå ñàìîñòîÿòåëüíî-
ãî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Îäíîâðåìåííî íåîáõîäèìî ðåôîðìèðîâàòü 
è óâåëè÷èâàòü ðûíîê ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêöèè â ñòðàíå, à åå ýêñïîðò 
äîëæåí áûòü ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì ïîääåðæàíèÿ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè. Èìåííî ýòèì ñïîñîáîì Êèòàé íà÷èíàë ðàçâèâàòü îòå÷å-
ñòâåííóþ ìèêðîýëåêòðîíèêó.

ÏÀÎ «Ýëåìåíò» íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä îçâó÷èëî èìåííî òàêîé 
âàðèàíò ñ áîëüøèìè îáúåìàìè ïðîèçâîäñòâà ñèëîâûõ ÷èïîâ íà îñ-
íîâå Si, SiC, GaN íà íà÷àëüíîì ýòàïå â êîëè÷åñòâå 140 òûñ. ïëàñòèí 
íåèçâåñòíîãî äèàìåòðà â ãîä. Îäíàêî íàçâàííàÿ ñóììà â 20 ìëðä ðóá. 
äëÿ òàêîãî ïðîåêòà ÿâíî ìàëà. Âïðî÷åì, î äàëüíåéøèõ øàãàõ â ýòîì 
íàïðàâëåíèè ÿ áîëüøå íå ñëûøàë.

Ïåðèîäè÷åñêè çâó÷àò ðàçíûå ïðåäëîæåíèÿ (äàæå íå óâåðåí, ÷òî 
ýòî ïðîåêòû) ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé 
âî Ôðÿçèíî, Åêàòåðèíáóðãå, Íèæíåì Íîâãîðîäå. Â îñíîâíîì, èõ 
ïðåäïîëàãàåìûì èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãîñáþäæåò, 
íî åäèíîé ïðàêòè÷åñêîé ñòðàòåãèè ãîñóäàðñòâà êàê îñíîâíîãî áåíå-
ôèöèàðà ðàçâèòèÿ ìèêðîýëåêòðîíèêè â Ðîññèè ÿ íå âèæó. Ñòðàòåãèÿ 
ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè äî 2030 ã., êàê è ïðå-
äûäóùàÿ äî 2020 ã., ïðîâàëåíà è íå áóäåò èñïîëíåíà. Åñòü äåêëàðàöèè, 
íî îòñóòñòâóåò ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè, óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëíåíèåì. Íàøè âëàñòè ñ÷èòàþò, ÷òî èõ ìèññèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ïîñëå 
îãëàøåíèÿ çàäà÷è è íà÷àëà âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ, êîòîðûå çàòåì â ñèëó 
ðàçíûõ ïðè÷èí óðåçàþòñÿ.

Â òî æå âðåìÿ Ìèíïðîìòîðã ðàçâåðíóë àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü 
ïî âûñòàâëåíèþ ìíîãîìèëëèîííûõ èñêîâ ê ïðåäïðèÿòèÿì çà ñðûâû 
âûïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ ïî ñîçäàíèþ íîâûõ èçäåëèé. Ïðè÷åì, ÷àñòî 
ýòè ñðûâû áûëè âûçâàíû èìåííî èçìåíåíèÿìè â ìåæäóíàðîäíîé 
îáñòàíîâêå è óæåñòî÷åíèåì ñàíêöèé ê Ðîññèè, â ÷åì íåò âèíû ýòèõ 
ïðåäïðèÿòèé. Ìîÿ êîìïàíèÿ îùóòèëà íà ñåáå ýòó ïðîáëåìó, êîãäà 
îïëà÷åííûé çàêàç íå ñìîã áûòü îòãðóæåí èç-çà ñàíêöèé. Íî ñàìûì 
áîëüøèì ðàçî÷àðîâàíèåì ñòàëî òî, ÷òî Òîðãîâî-ïðîìûøëåííàÿ ïà-
ëàòà Ðîññèè îòñòðàíèëàñü äàæå îò ïðèçíàíèÿ äàííîé ñèòóàöèè ôîðñ-
ìàæîðîì (÷òî ÿâëÿåòñÿ åå ôóíêöèåé), ñîñëàâøèñü íà îòñóòñòâèå çàêî-
íîäàòåëüíîé áàçû è íåæåëàíèå Ãîñäóìû ðåãëàìåíòèðîâàòü ýòîò ôàêò 

ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîïðàâêàìè â çàêîíû, è ïîñîâåòîâàëà îáðàòèòüñÿ 
â ñóä. Ñóäû òîæå äèñòàíöèðîâàëèñü, íå ñòàëè ïðèíèìàòü èñêè ïîñòðà-
äàâøèõ ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé èëè âûíåñëè ðåøåíèÿ íå â èõ ïîëü-
çó. Âñå îðãàíû âëàñòè ñäåëàëè âèä, ÷òî ýòî íå èõ ïðîáëåìà. Â ðåçóëü-
òàòå ìîåé êîìïàíèè ïðèøëîñü ðåøàòü ýòó ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ìîæíî âñïîìíèòü è ïîëèòèçèðîâàííîå ðåøåíèå âëàñòåé â 2014 ã. 
î ââåäåíèè çàäíèì ÷èñëîì ïðîäîâîëüñòâåííîãî ýìáàðãî, êîòîðîå 
ïðèâåëî ê áîëüøèì óáûòêàì áèçíåñà. Ýòî ðåøåíèå íèêòî íå ïîä-
äåðæàë, êðîìå Ãîñäóìû, à òîãäàøíèé ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ çàÿâèë, ÷òî îãðàíè÷åíèå èìïîðòà íå ïðèâåäåò ê ðîñòó öåí 
è äåôèöèòó. Åäâà ëè òàêèå ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ âëàñòåé è áèçíåñà 
èäóò íà ïîëüçó îáåèì ñòîðîíàì.

Èìèòàöèåé ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîâîçãëàøåíèå èìïîðòîçàìåùåíèÿ 
êàê ãëàâíîé ñòðàòåãèè îòðàñëè, à íå ëîêàëüíîé çàäà÷è äëÿ îãðàíè-
÷åííîãî êîëè÷åñòâà èçäåëèé. Ýòà ìîäåëü íå ìîæåò áûòü ñòðàòåãèåé, 
ñïîñîáíîé ñïàñòè íàøó îòðàñëü. Ñóäÿ æå ïî ìíîãî÷èñëåííûì èñêàì 
Ìèíïðîìòîðãà, äàæå ñ ýòîé çàäà÷åé ìû íå ñïðàâëÿåìñÿ.

Насколько отрасль зависима от поддержки государства? Что 
делается для развития собственной продукции? Какой объем 
помощи от государства требуется, чтобы у нас появилась своя 
силовая электроника?

Îòðàñëü ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò ãîñóäàðñòâà íå òîëüêî â ÷àñòè çàêàçà 
ïðîäóêöèè, íî è â ñîçäàíèè íîâûõ èçäåëèé. Ýòî ÷åòêî âèäíî ïî äîëå 
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè äëÿ ÂÏÊ, äîñòèãàþùåé 80–90% â îáúåìàõ 
ïðåäïðèÿòèé. Òàêîãî íåò íè â îäíîé ñòðàíå ìèðà, ãäå ðàçâèâàåòñÿ 
ìèêðîýëåêòðîíèêà. Íàøè ïðåäïðèÿòèÿ èñïûòûâàþò áîëüøèå òðóä-
íîñòè â ñâÿçè ñ ðåçêèì ñíèæåíèåì çàêàçîâ è ñëîæíîñòÿìè ñ îïëàòîé. 
Ìû ïîìíèì ãëóáîêèé ïðîâàë â ìèêðîýëåêòðîíèêå Ðîññèè â 1990-õ ãã., 
êîãäà â ïîõîæåé ñèòóàöèè ãîñóäàðñòâî îòñòðàíèëîñü îò çàêàçîâ ïðî-
äóêöèè, ëüâèíàÿ äîëÿ êîòîðîé â ÑÑÑÐ ïðåäíàçíà÷àëàñü êàê ðàç äëÿ 
ÂÏÊ. Òåêóùèé ïðîâàë ìîæåò áûòü îêàçàòüñÿ ãëóáæå.

×òî êàñàåòñÿ íåîáõîäèìîãî ðàçìåðà ôèíàíñèðîâàíèÿ, òî ýòî çà-
âèñèò îò öåëåïîëàãàíèÿ. ×åãî ìû õîòèì äîñòèãíóòü: çàìåñòèòü ñîò-
íþ-äðóãóþ èìïîðòíûõ óñòàðåâøèõ àíàëîãîâ èëè ñäåëàòü îòðàñëü 
êîíêóðåíòíîé íà ìèðîâîì ðûíêå? Ïåðâàÿ çàäà÷à, êàê è âñÿ ñòðàòåãèÿ 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ, íå ìîæåò áûòü ñòðàòåãèåé äëÿ îòðàñëè, à òîëüêî 
ëîêàëüíîé çàäà÷åé äëÿ îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ïðîäóêöèè. Îíà 
íèêàê íå ïîäíèìàåò è íå ðàçâèâàåò îòðàñëü – â ëó÷øåì ñëó÷àå, êîí-
ñåðâèðóåò ñèòóàöèþ. Ðåàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ òðåáóåò íàìíîãî áîëüøå 
ñðåäñòâ è óñèëèé.

Âòîðàÿ çàäà÷à â óñëîâèÿõ çàêðûòîé ýêîíîìèêè íåðåàëèçóåìà äàæå 
ïðè áîëüøèõ îáúåìàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Òàêèìè ìåòîäàìè íå ïîëó-
÷èòñÿ ñäåëàòü íàøó ýëåêòðîíèêó ñîâðåìåííîé è ñèëüíîé. Áîëåå ïîä-
ðîáíî è ðàçâåðíóòî ÿ èçëîæèë ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà ðîëü è ðàçâèòèå 
ìèêðîýëåêòðîíèêè â Ðîññèè â ñòàòüå «Íàì íóæíî èçìåíèòü ñâîå îò-
íîøåíèå ê ðîëè è íàçíà÷åíèþ ìèêðîýëåêòðîíèêè» â æóðíàëå «Æèâàÿ 
ýëåêòðîíèêà Ðîññèè», êîòîðûé âûéäåò â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà.

Какой объем рынка нужен для того, чтобы выпуск новых из-
делий стал экономически обоснованным? Есть ли такая перспек-
тива в обозримом будущем?

Äîëÿ ðîññèéñêîãî ïîëóïðîâîäíèêîâîãî ñåãìåíòà îò ìèðîâîãî ðûí-
êà ñîñòàâëÿåò îêîëî 0,4%. Ê òîìó æå, â íàøåì ñåãìåíòå ïðàêòè÷åñêè 
îòñóòñòâóþò îòå÷åñòâåííûå ãðàæäàíñêèå èçäåëèÿ. Ýòî ìèçåðíûå îáúå-
ìû, êîòîðûå äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïîðîãà îêóïàåìîñòè (äàæå ïðè íàëè÷èè 
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé) ñëåäóåò óâåëè÷èòü áîëåå ÷åì íà ïîðÿäîê. 
Êðîìå òîãî, íàøè èçäåëèÿ äîëæíû áûòü êîíêóðåíòíûìè ïî ïàðàìå-
òðàì è ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàííûìè, à ýòî åùå áîëåå ñëîæíàÿ çàäà÷à, 
÷åì îáåñïå÷åíèå ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà. Äëÿ ïðîðûâà òðåáó-
þòñÿ áîëüøèå èíâåñòèöèè, âðåìÿ è òðàíñôîðìàöèÿ ðûíêà ïîòðåáëå-
íèÿ. Íàø ðûíîê íå äîëæåí áûòü çàêðûòûì è èçîëèðîâàííûì. Êðîìå 
òîãî, îí íå äîëæåí áûòü ìîíîïîëèçèðîâàííûì, ïîñêîëüêó îòñóòñòâèå 
çäîðîâîé êîíêóðåíöèè â ëþáîé ñôåðå ïðèâîäèò ê çàñòîþ.                    




